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我々のグループでは結晶成長を用いた III-V族化合物半導体ナノワイヤの作製と、図 1に示すよう
な縦型サラウンディングゲート FETを始めとするデバイス応用の研究を行っている [1,2]。ナノワイ
ヤによる縦型 FETの特徴としては [3]、(1)多重ゲート構造による短チャネル効果の抑制、(2)高移動
度材料によるチャネル、(3)縦型構造による高密度集積化、(4)基板との格子定数の整合性の制限が小
さいさまざまなヘテロ構造の利用、(5)ヘテロ構造を利用した非古典的電子輸送の利用、などが挙げ
られ、Si CMOS技術における既存の FETを置き替える候補の一つである。一方、GaN系材料におい
てもナノワイヤ等のナノ構造を利用した多重ゲート FETについて研究が行なわれており、微細加工
を利用して作製したナノ構造 FETでは大きな電流駆動力、バイアス依存の小さい相互コンダクタン
ス gm 特性や遷移周波数 fT、あるいは優れた温度安定性が報告されており [4–6]、また結晶成長を利
用して作製したナノワイヤについても、形成後、基板から分離して別の基板に転写したナノワイヤを
利用して 3次元的なゲート構造の横型 FETが報告されており [7]、このことから FET応用上、多重
ゲート構造やナノワイヤ構造の利点は実証されていると考えらえる。さらに近年、ナノワイヤを利用
した縦型 FETが報告されるようになっている [8]。現在のところ、ナノワイヤの形成はエッチングに
よる微細加工を駆使して作製されているが、結晶成長法により形成されるナノワイヤにより縦型 FET
が実現できれば、上記に加え、(1)非極性面上へのチャネル形成によるノーマリオフ動作、(2) pドー
プ層を不要とする電流狭窄構造、などの利点があると考えられる。
本講演では、縦型 FINFET [9]についても触れつつ、GaNの材料物性的な特徴を利用したナノ構造
縦型 GaN系 FETの利点・可能性と問題点について述べる。同時に、選択成長を用いた GaNナノワ
イヤ (図 2)の作製など、GaN系縦型ナノワイヤ FET実現に向けた我々の取り組みを紹介する。
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図 1 InAsナノワイヤによる縦型 FET
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図 2 図 2(右)：RF-MBE選択成長により作
製した GaNナノワイヤ
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